Losungen zu den Ubungsaufgaben "ES" Ubung 5

Loésung Aufgabe 18

18.1

18.2

18.3

Aus der Ubergangskennlinie kann abgelesen werden:

U =0v

U, =32V

U, =16V

damit wird :

AU =U, -U =32V
AU, =U, -U; =16V
AU, =Ug -U =16V

A

_AUs 1OV 5~ s00)
AU 32V
A

7z, =AY 1OV 5 50m)
AU 32V

Am Ausgang liegt der HIGH-Pegel. Damit ergibt sich folgende Maschengleichung:

Ue -R,-1-03V-07V-R, -1=0
\W_J \W_J
(Uce) (Up)
Ug —03V =07V 4V
R, +R, 2000 O
P,=U -U,) 1=18V -2mA=36mwW

Fan Out
High-Pegel am Ausgang

Ugmin =35V =Ugc =R, -1 -0,3V =0,7V , | ;. berechnen:

| _Yec ~Unmin ~03V -07V _5V-35V-03V-07V _ 05V _, .
max R, 400 2 40002

Fan-Out H-Pegel am Ausgang:

1,25 mA _3125 =
40 pA
Es konnten 31 TTL-Eingange angesteuert werden.

Fan-Out =

Low-Pegel am Ausgang:

02V

ULmax =02V = lax - Regein = Imax—125[2216mA

Fan-Out L-Pegel am Ausgang:

16 mA

1,6 mA

Fan-Out L < Fan-Out H -> Es kdnnen maximal 10 TTL-Eingdnge an des Ausgang des Gatters
angeschlossen werden.

Fan-Out = 10 =
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Losung Aufgabe 19

19.1 Uy, UL:
Wenn der FET sperrt, wird C,_ Giber den Widerstand R aufgeladen. = Uy =Upp =5V

Wenn der FET leitet stellt er einen ohmschen Widerstand von rps = 50 Q dar.
= Kondensator liegt an Spannungsteiler R, rps.

U, =UDD50—Q=0,24V
1000 Q+50 O
19.2  Statische Verlustleistung:
U 25V ?
P =U,, -1 =U = =24 mW
Uast  7PP " R+r, 1050 Q
Ply, 4 =0

19.3 Dynamische Verlustleistung:
Poyn =CL-(Upy U )~ f =2 pF (4,76V)* 10" Hz = 453 ;W

19.4 Gesamtverlustleistung:

Pyes = Payn + I+ Psgar =453 4W +0,5-24 mW =12,453 mW
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Losung Aufgabe 20

20.1
1.

Wesentlich kirzere Schaltzeiten durch Vermeidung der Séttigung, wenn der Transistor voll
eingeschaltet ist.

2. Kleinere Verlustleistung wéhrend der Umschaltvorgange durch kleinere Spannungshiibe und damit
auch kleinere Umschaltenergien.

3. Hohere Stromverstdrkung der Transistoren, da keine zusatzlichen technologischen MaRnahmen
vorgenommen werden mussen, um die Sattigungszeit des Bipolartransistors zu reduzieren. Dies hatte
den Einbau zusétzlicher Rekombinationszentren in der Basis und damit eine deutliche Reduzierung
der Stromverstarkung zur Folge.

4. Der Schaltungsentwurf wird fur den Designer flexibler, da ihm nun neben pn-Dioden und npn-
Transistoren auch noch Schottky-Dioden flr das Schaltungsdesign zur Verfugung stehen.

20.2 Eine Schottky-Diode entsteht in einer integrierten Schaltung, wenn niedrig dotiertes n-Silizium direkt
mit Metall in Kontakt kommt.

Dies ist im gezeligten Querschnitt nur in einem kleinen Bereich, an dem der Basisanschluss direkt mit
dem Kollektorbereich kontaktiert ist, der Fall.
pf N
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Ldsung Aufgabe 21:
links: NAND rechts: Tri-State-Inverter
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Ldsung Aufgabe 22:

22.1 Wahrheitstabelle 22.2 Schaltung mit Transistoren
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22.3 Signalverlauf
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Farblich unterlegt sind die Bereiche, in denen die Eingangszustande R=S=1 zu den logisch
unsinnigen Ausgangszustanden 0" *'0** fuhren.
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L6sung Aufgabe 23:
3 Arten von JK-Flipflops:

FF1: Taktzustandsgesteuert

FF2: Zweiflankengesteuert

FF3: Einflankengesteuert (ansteigende Taktflanke)

Signalverlaufe:
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Losung Aufgabe 24:
Zahlrichtung | Synchron/ asynchron Zéhlcode

a) | vorwarts asynchron binar
b) | rickwaérts asynchron binar
c) | rickwarts asynchron binar
d) | vorwarts asynchron binar
e) | vorwarts synchron BCD
f) | vorwarts asynchron BCD
g) | vorwarts synchron binar
h) | ruckwaérts synchron binar

Ubung 5



